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Verfahren zum Abgleich des ohmschen Widerstandes von Dunnfllnnfunktionsschichten 



(57) Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der 
Mikroelektronik. Ziel der Erfindung ist es, die 
unkontrollierte Verschiebung des Temperaturkoefflzienten . 
des Widerstandes einer Dunnfilmf unktionsschicht zu 
verhindem. Aufgabe ist es daher. ein neues Verfahren zum 
Abgleich zu schaffen. Erfindungsgemal^ wird die sich auf 
einem Substrat befindliche und mit einer sehr dunnen 
Abdeckschicht beaufschlagten Dunnfilmfunktionsschicht 
an den freiliegenden Seitenkanten selektiv einenn seine 
Homogenitat selbst steuernden Atzangriff ausgesetzt. Die 
Erfindung wird angewendet bet der Hersteliung von 
Dunnftlmelementen mit definierten Eigenschaften. Fig. 1 
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Erfindungsanspruch: 

1. Verfahren zum Abgleich desohmschen Widerstandes von DOnnfilmfunktionsschtchten durch Behandein miteinem Atzmittel. 
gekennzeichnet dadurch, daS die sich auf einem Stubstrat (1 ) befindliche und mit einer sehr dunnen Abdeckschicht (3) 
beaufschlagte Dunnfilmfunktionsschicht (2) an den freillegenden Seitenkanten selektiv einem seine Homogenitat selbst 
steuernden Atzangriff ausgesetzt wird. 

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, dad die Abdeckschicht (3) so dunn auf gebracht wird. dal& sie beim Erreichen 
einer bestimmten Atztiefe abreiBt. 

3. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadureh, daS als Funktionsschicht (2) eine Sensorschicht abgeglichen wird. 

4. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch,daBeszumAusgleich derunterschiedlichen Unterschatzungen von ausder 
Funktionsschicht (2) hergestellten Stmkturen unterschledlicher Bahnbreite venwendet wird 

Hierzu 1 Seite Zeichnung 



Anwendungsgebietder Erfindung 

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Mikroelektronik. Sie betrifft ein Verfahren zum Abgleich des ohmschen 
Widerstandes von Dunnfilmfunktionsschichten durch Behandein mil einem Atzmittel. Die Erfindung findet Anwendung bet der 
Herstellung von Dunnfilmelementen mit deftnierten Eigenschaften. 

Charaktenstik der bekannten technlschen Ldsungen 

Die bekannten Verfahren des Abgleichesdunner Schichten verfolgen dasZiel durch Materialabtrag mittels geeigneter Mittel und 
IVIethoden bis in die Substratebene bzw, bis In die Schichtebene, eine Widerstandsanderung zu erreichen. Eines dieser bekannten 
Verfahren wird in der DE-OS 2926328 beschrieben. Dort wird eine Widerstandsschlcht mit Hilfe eines Atzmittels glelchm^fiig 

verdOnnt. ... 
AlledieseVerfahren,ebensowie der Abgleich durch anodische Oxidation haben den Nachteil derunkontrolliertenVerschiebung 
desTemperaturkoeffizienten des Widerstandes der Dunnfilmfunktionsschicht durch morphologische Beeinflussung bzw. durch 
Einleitung von Oxidationsprozessen. 

Aus diesem Grund muS bei diesen Verfahren die Abgleichfuhrung so gewahit werden, daQ nur eine geringe 
Flachenbeeinflussung der wirksamen Widerstandsschicht erfolgt. DIeserfordert naturlich einen erhdhten Aufwand und beseitigt 
die Beeinflussung trotzdem nicht restlos. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren gemaS Titel der Erfindung zu realisieren, das die unkontrollierte Verschiebung des 
Temperaturkoeffizienten des Widerstandes verhindert. sowie aufwendige MaSnahmen zur definierten Abgleichfuhrung 
umgeht. 

Dariegung des Wesens der Erfindung 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein neues Verfahren zum Abgleichen des ohmschen Widerstandes von 
Dunnfilmfunktionsschichten zu schaffen, das eine reale Moglichkelt darstellt, um das Ziel der Erfindung zu erreichen. 
ErfindungsgemaB wird die sich auf einem Substrat befindliche und mit einer sehr dunnen Abdeckschicht beaufschlagten 
Dunnfilmfunktionsschicht an den freiliegenden Seitenkanten selektiv einem seine Homogenitatselbst steuernden Atzangriff 

ausgesetzt. < u -a.* 

ZweckmaSigenrt^eise wird die Homogenitat des Atzangriffes dadurch gesteuert, daS die Abdeckschicht so dunn aufgebracnt 
wird, daB sie beim Erreichen einer bestimmten Atztiefe abreiSt. 

In Ausgestaltung der Erfindung wird als Funktionsschicht eine Sensorschicht abgeglichen. 

Weiterhin ergibt sich eine zweckmSBige Anwendung beim Ausgleich von unterschiedlichen Unteratzungen von aus aer 
Funktionsschicht hergestellten Strukturen unterschiedlicher Bahnbreite. 
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Ausfuhrungsbeispiel 

Die Erfindung soli nachstehend an einem Ausfuhrungsbeispiel nSher beschrieben werden. Die dazugeharige Zelchnung zeigt 

eine PrinziDdarstellung der Stelle des AGangriffs. .... ... * i. w. p.- 

Auf ein sT-Substrat 1 wird durch ein Sputtarverfahron eine 1 ;xm diclce Al-Sensorschicht 2 ^^'''^J<=^'lf»^^''^Z^^P^^...^ 
FunlrtionsschichtwirdanschliettendebenfallsdurcheinSputterverfahrenvollstandigmitemerSmmdickenCrNi^^^ 

Z^r^JJiierten Einstellung des W.derstandswertes der Al-Sensorschicht 2 wird der so gestaltete Sensor in ein geeignetes Atzbad 
gelegt, welches die Al-Sensorschicht 2 von deren offenen Seitenlcante selektiv angreift. Bei diesem Unteratzen wird die 
eigentliche Oberfiache der Sensorschicht 2 nicht freigelegt, so daB es gelingt, die negativen Beeinflu^ungen hinsichtlich der 
unltontrollierten Verschiebungen des Temperaturkoeffizienten des Widerstandes zu verhindern. Die Atzung der in ihrer 
RachengroSewescntUchkleinerofioffenliegendenSeitenkantefuhrtzukeinerleiAuswirkungenaufden 

Temperaturkoeffizienten. Nachdem die UnterStzung bis in eine definierte Tiefefortgeschritten .st, re.Gt die Abdecksch.cht ab da 
sie nicht selbsttragend ist. Da nun der Ort des Atzangriffes wieder unmittelbar an der neuen Seitenkante liegt, lauft die Ateung m t 
dergleichen Starke und Geschwindigkeit ab, so daB insgesamt ein sich imnnerwieder selbst einstellender, homogener Atzverlauf 

OareXJungsgemaBe Aaen ISBt sich auch anwenden, wenn DQnnschichtstrukturen unterschiedlicher Bahnbreite hergestellt 
werden, die beim Atzen ungleich unterttzt wurden. Durcheinen entsprechenden Nachatzvorgang gemaB der Erfindung konnen 
diese Unterschiede definiert ausgeglichen werden. 
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